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La invencién se refisrs a un nusvo procedj
miento para la contruceidn de ceble para energfa
eléctrica aislado, extruido, e6lido, E1l aislamiep
to preferible es de polietileno raticulado, pero

sl invento tiens aplicacién a otro polistilanc y
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otros sislamientos poliméricos extrufdos. La gama de voltaje
aplicable es de SKv a 345Kv, y puede eétenderae a voltajes més
elevados. EL cable se fabrica preferiblemente utilizando wma

nzeva tecnologia en el tratemiento del mgterial de aislamiento
noludizado recibido de. los suministradores de matsrial. Este

teatamiento consiste en la "trituracién“ de contaminantes, y

ciando se trata de polietileno retictilado, consiste en una dig
porsion més extensa del agente de ¢uraciém de pero;ido. A
tamiento puede éomprender, como ﬁariante,‘forzar el aislami
t2 de polietileno a través de pequefios moldes intes de la ox-
trusitn, o cuando se trata de polistileno quimicamente reticu-
lado, forzar el aislamiento antes de afiadir el sgente de cura-
cién, peréxido de dicumilo. Esto de por resultado una mayor :3
sistencia dieléo#rica ¥y por consiguiente, permite el empleo

fle eapesores de aislaminnto menores, Este tratamiento es &l
asunto objeto de una solicitud de patente que se menoiomard
nés adelante en esta memoria descriptiva,

Con relacion a dicho tratamiento para mejorar la re-
sistenclia dieléotrica del aislamiento, el témmino, "contaminan
tes" se emplea para indicar vacios e imperfecciones similares
en el mgterial de pléstico, y también para designar impurezné
y contracciones del agente de curacién,

Los cables extruidos de alto voltaje fabricados con
polietileno y polietilend reticulaio deben tener un minimo de
imperfecciones para tener una vida @til que puedas slcanzar 30

| &fios 0 més. Dichas imperfecciones sfectan también a otros ma—i

teriales de plistico que se emplec: para aislamiento, como es:
el caucho de etileno-propileno,

El blindaje semiconductor de los conductores, empl
do comunmente en los cables del invento, se modifica segln :Z%
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" sontra emisiones entre el aislamiento y el blindaje de aisla-

invento colocando sobre el mismo un blindaje contra emilsiones

cue comprende una cape de material, por ejemplo neopreno hypa

lon o polietileno que contiene un material de alta constante
Gieléetrica (SIC), como el dibxido de titanio, que no contie-
r.e particulas conductoras de la electricidad. Para los cableﬂ
Ge energia eléctrica que se han de utilizar por encima de aprp

1
dimedamente 35Kv, es conveniente colocar tamblén un blindaje

riento semiconduetor que rodea al mislsmiento de un cable de
elto voltaje. Estos blindajes contra emisiones gctfian para

sumentar el voltaje de perforacifn dieléctrica del aiélamiento
vliminando las emisioneg de electrones en él interior del ais:
tamiento desde las zonas de alta tensifn eléotrica del semi-
conductor y los blindajes del aislamiento. Hemos descubierto

(ue controlando las inperfecgiones en la materia prima de la
que se fabrica el aislamiento y evitando la emisién de elec=
trodos en el interior del aislamiento se obtiene un notablé

numento en la resistencia dielécetrica del cable y una estruc-
vura que puede Buncionar perfectarente en la game comprendida
ontre 2 y 300 voltios por milésims de pulgada de promedio de

“ensidén, Al iguasl que se puede emrlear s0lo el perfeccionamiq?
%0 de reducir el tamafio de las imperfecciones, también se pue:
den emplear el perfeccionamiento de utilizar blindajes contra
nmisiones pero combinendo ambos perfeccionamientos en sl mis%
no cable de fuerza se consiguen resultados extraordinarios.

Otros objetos, caracteristicas y ventajas del 1nvun~é
%0, resultarén evidentes o se indicarén en el tramscurso de 1l
descripeibn que sigue a continuacifn a titulo de ejemplo. %

En el dibujo, que forma s parte de la memoria descr@%

Siva donde los ntmeros de recferencia iguales indican partes



o 25. tre el conductor 12 en dos capas. L’ capa interior 14 es un

cdrrespondientes en todas las vistas:
7 ‘La figura 1 es una vista lateral de un oable fabrioca-
do segim este invento con capas cortadas sucesivamente para -
 1lustrar las capds subyacentes. ' -
Be La figu:'ra 2 os izna vista a méyor osoaiaA, tomada aﬂ.l_;o
| largo de la linmea de corte 2-2 de la figura l. , .
' La figura 3 es un disgrama de Weibull, que ropresenﬁ
wia diferencia entre wn cable de fuerza oclésico con aislamien-
t0 extruido y un cable de fuerza que tiene aislamiento ox‘b‘r’ui- ,
10, - [ao empleandd un mgterial donde las imperfecciones se han redu :
cido a un didmetro de menos de 0,025 mm. ' _
La figura 4 es un diagrama de Weibull gue representa
1a diferencia entre un cable de fusrza que tiene wn aislamiem- -
to extrxruido com las 'imperféooiones de tamafio reducido de la ‘fg._
15. | gura 3, comparado con un cable que tiene las mismas im‘perfoo_.‘
ciones de tamafio reducido con un blindaje contra emisiones mid
tuado entre un blindaje semiconductor de los conductores y el
gislamiento del cable segfn el invento; y
. La figura 5 es umma vista ssquemétion que ilustra el
.20, aparato para fabricar un cable segiin este invento e ilustra
también el método de fabricar dicho eable, .
Ias figuras 1 y 2 ilustran un cable 10 fabricado se-
glm este imvento. EL cable tiene ua conductor 12, que ae ilusd
tra como un comduotoi' trenzado, un blindaje 13 se extruye so-

tlindaje semicomductor y la capa exterior 18 es un blindaje
c_ahtra emisiones. El cable 10 tiens wn aislamiento extrufdo 1§
que se aplica sobre el blindaje 13, '

En las oonstrucciones ocldsicas de cables, el alslamien

30, td 16 se pone en contacto con el hlindaje semiconductor que
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las buenas caracteristicas eléctricas de estos materialaes. In

rodea g los conductores y se fusiona eon el hismo, pero en la
construccién ilustrada, la capa de blindaje contresemisiones 18
separa del aislamiento 16 al blindaje gemicoﬁductor de los ccm

-ductores 14. Este blindaje contraemisiones 18 tiene wna const

te dieléetrica que es superior a varias veces la del aislamien-
|
|

to 16 y el blindaje contra emisiones sirve para suavizar las
tensiones eléctrica que existirien de otro modo en la zona ine
terfacial entre el blindaje semiconductor de los conductores y,
el aislamiento en wi cable clésico que lleva el aislamiento
aplicado directamente sobre el blindaje semiconductor de los
conductores,

El blindaje'contra emisiones se fabrica preferiblemens
te de neopreno, hypalon, pclietileno rellen¢ con un material dp
alta constante dieléctrica como es el didxido de titanio, u
otros materigles termoplésticos o termoendurecibles flexitles,
que tiemen una constante dieléctrica varias veces mayor que la
del polietileno.o aguel otro material que pudiera emplearse pa:

ra el gislamiento 16, El neopreno o hypalon, u otro magterial
para el blindaje contra emisiones deberd estar exsnto de cuale
quier negro de humo u otras parti{culas eléctricamente conducto
ras., El blindaje contra emisiones 18 se aglutine preferiblemen
te al blindaje semiconductor de los conductores 14 y al sisla-
miento 16.

La constante dieléctrica del blindaje contra enisioneb
18 deberé ser de seis o més. El aislamiento 16 se fabrica pre-
feriblemente de polietileno o polietileno reticulado dedido a

lugar del polietileno se pueden emplear otros materiales de ais

|

lamiento, por ejemplo caucho de etilemo-propileno o cloruro de

polivinilo. Estos Gltimos materiales son materiales gislantes
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perfectamente ctnocidos, Si el alslamiento 16 es un éislamiantg
reticulado, se puede reticular gquimicamente o por radiacién, yg
el grado de reticulacién deberd ser suficiente para llevar el i
pmto de reblandecimiento del alalamiento pero no suficiénte
para producir una capa rigida puesio que es importante que el |
cable se pueda curvar sin que sufra da#fo. Si el cehle 10 se ha;
de emplear en lineas de fuerza gque funcionen a més de 3%Kv, esi
conveniente colocar un blindaje contra emisiones 20 entre la
superficie exterior del aislamiento 16 y la superficie interior
de un blindaje de alslamiento 22 que es una capa semiconduoto-
ra rodeando al aislamiento 16. EL cable 10 tiene un blindaje
metflico 24 rodeando gl blindaje del aislamiento 22, y existe
ua camisa de pléatico general 26 extrulda sobre el exterior
del blindaje metdlico 24. Esta camisa de plistico 26 puede mer|
de cloruro de polivinilo o cualquier pléstico tenaz, como se
emples comfnmente para la protecciém mecénica de cables de fue

7

Z2Qe
El blindaje interior contra emisiones 18 deber& tenen

wn esresor del orden de 127 micras & 762 mioras. Debe ser flé-
xible y mecénicamente fuerte. Se puede aplicér al blindaje se-|
miconductor de los conductores 14 pintandolo sobre el exterior

del blindaje 14 o extruyendolos sobre dicho blindaje 14. |

El blindaje semiconductor 14 tiene irregulhridades'q%
perficiales y puede tener una distribucitn carents de uniformil
dad de particulas de negro de humo en &reas localizadas. Am'bai
deficiencias dan lugar & regiones de elevada tensibn eléctrical
Esta tensiém elevada reduce la resistencla dieléctrica del ais
lamiento. Estas zonas de tensifn elevada dan por resultado laé
enisifn de electrones que produce envejecimiento del P°li°tili

no o polietileno reticulado en cables que no tienen blindajes
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‘contra emisiones entre el blindaje semiconductor de los oondug
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tores y el aislamiento. El envejecimiento es la causa de va104

res més bajos de voltaje de perforacién del cable, 1o cual re-

duce la vida Atil del cable. '
Con el blindaje contra emisiones 18, entre el blinda+

je semiconductor de los conductores 14 y el aislamiento 16, s+
reduce el sobrevoltaje en las irregularidades superficiales de
las zonas interfaciasles y en las ragiones de distribucién irr

gular de negro de humo, lo cual aumenta el voltaje de nerfora-
eién del cable.

El blindaje contra emisiones exterior 20, entre el
aislamiento 16 y el blindaje del aislamiento 22 se separa mfs
de los conductores 12 y es de mayor &rea en un lugar domde lo$
gobre voltajes no son tan elevados como en el primer blindaje
contraemisiones 18, No obstante, a1 el cable se emplea pare
voltajes superiores a 46Kv, es converiepte emplear el blindaje

contra emisiones 20, asi como el blindaje comtra emisiones i
terior 18. Este blindaje exterior contra emisiones 20 puede
ter mds grueso o més delgado que el blindaje contra emisiones
interior 18, Normalmente susle ser mfs delgado si el cable se
fabrics con el blindaje metélico general 24 y la camisa de png
1ico exterior 26 alrededor del exterior del blindaje comtrg
¢misiones 20. Si el cable se fabrica sin el blindaje 20 y lm
camisa 26, entonces él blindaje contra emisiones 20 habré de.
cer preferiblemente més grueso que el blindaje contra omisiow
res interior 18. La gama de espesores del blindaje 22, depem=|
¢iendo de las condiciones ya descritas, estarf comprendida ens
tre 127 y 762 micrase )

Los aislamientos extruides, por ejemplo de poiietile-

30 tienen una resistencia de perforacién eléotrica en corriem.
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to alterna de 60 Hz del orden de 383.700 voltioa/milimétro. Un

. Y los blindajes de aislamiento., Loz drimeros sme pueden reducin

1émient§ extruido es el objeto de una so;ioitud de patente de

entudio estadistico de cables comerciales ha dado por resultas
dv un promedio de resistencia de perforacién del orden de 8000
a 28,000 voltios/milfmetro. Esto equivale & aproximadamente -
l/13'a 1/§O_del potencial del matcrial empleado, La causa prim’
¢ipal de los valores extremadamente bajos compargdos. con los |
valorez posibles son las imperfecciones. Estas impexfecciones
se encuentran en forma de contaminentes (que comprenden ingre-

dientes deficientemente distiibuidos) y vacios 0 cavidades en
ol aislamiento y en forma de irregularidades de los conducbores

haata el punto de mer casi inbcuos reduciendo al minimo el tﬁ%
mo de los contamingntes de forma que tengan menos de aproxima-
damente 25 a 76 mioras. Con esta téemica se forma también wna | -
mejor dispersitn del peréxido en el polietileno reticulado o .
lo que los vacios producidos por cwuncentracién de peréxido llg
gan a alcanzar menos de 25 micras, Cuando se trats de polieti~ .
leno que no se ha retioculsdo quimicamente, el perdxido no exia
te por lo que el requisito comsistirs solamente en reduoir ol |
tamaﬁo de los contaminantes. ' '

Esta mejora en la resistencia de perforacién del ais-

Bager, Riley y Destito, nfimero de serie 477.426, preaen#adu'el
7 de Junio de 1974. Esta mejora en la resistencia de la perfo-
racién del aislamlento se mejora afnm mis medimnte el enpleo de
biindajes contrs emisiones de electrones de este invento; no-
obstante, se comprenderé que 1los blindajes contra emisifn de.
electrones de este invento son dtiles: también con cables de

fuerza que no tengan el material alslante tratedo, para reducir
108 contaminentes y los vacios a u: tamafic extremsdamente pequ
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Con un eislamiento perfect6 de polietileno'o polietis
leno reticulado, la resistencia dieléctrica del sistemn aislan
te con el blindaje contra emisiones dependerfa de la reosisten
tia de perforacién del blindaje contra emisiones que se puede
expresar como sigues o

Ees es aproximadamente igual a EL . ki j

) kes
¢onde Ees = voltaje de perforacién en voltios/milimetro del

tlindaje contra emisidm.

Eil = voltaje de perforacifn én voltios/milimetro del
siglamianto.

" ki=a el SIC del sislamiento.

kes = al SIC del blindaje contra emisiones.

Siendo el SIC la cortante dieléctrica.

Esta ecuacifn es vdlida para un Ees que sSea menor o
igual que Ei.

El conductor de hilos conductores trenzados 12 puede
ser de cobre 0 de aluminio y se puede emplear si se desea un
conductor ain trenzar. En lugar de extruir'el blindaje samico$
ductor 14 de los conductores sobre el conductor o conductores
12, =e puede colocar una cinta semiconductora alrededor dsl
conductor y el blindaje semiconductor 14 se puede colocar sO-;
bre la ciﬁta! o la ¢inta semiconductora se puede emplear em
lugar del blindaje 14. '

En cualquiera de los casos el blindaje contra emisio
nes 18 deberd adherirse a la capa semiconductora subyacento y;
deberd mer de un espesor del orden de 127 a 762 micras para
gue no se deteriore durante el manejo del cable. i

El vlindaje de zislamiento 22 se extruye preferible-

mente, pero se puede fabricar a partir de wna cinta semicondw

L)
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;ble. Bh lugar d_é dicho blindaje me%flico 24, se puede aplicar
'helichidalmente hilos de cobre, cinta de oobre{ tiras de eo_err

| han de ser flexibles para poderse survar con el cable, simo -

.'.' 10 -

tora, si asi se desea. El blindaje metélico 24 puode ser de °3-
bre plegado longitudinalmente y don una costurs de solape que
tenga bordes libres para poderse mover circunferencialmente

uno sobre el otro durante los ciéli)s' de calentamiento del o@-

o revestimiento de plomo.
Los blindajes contra emisiones 18 y 20 no solamente"

que deberén mer de un material que envejezoa igual que el po-|
lietileno o el polietileno retioulado u otro matarial empleadT '

Tara el aislamiento,
Los blindajes contra emisiones deberﬁn adherirse al

gislamiento 16 y donde me extruyen diversas oap_u, el ocalor d¢

la extrusién proporcionaré normalmante el aglutimamiento necet

erario por fusifm para conseguir una buena adherencia. Como es|
16gico, es necesario que 1los blindajes contra emisiones 18 y
20 smean de un material compatible son el aislgmiento 16 Yy ocm
los blindajes semiconduoctores 14 y 22. Los compuestos de neow
Treno e hypalon y polietileno relleno con didxide de titamio,
cue no contienen negro de humo u otros ingredientes comdﬁcto—
res, son ejemplos de materisles particularmente idémeos para
vtiligarse con el aislamiento de polietileno ¥ con blindajes
cemioonductores fabricados de polistileno en 10s que se ha dis
Ieraado negro de humo para obtener la cualidad semioonduotors

La figura 3 ilustra un diagrama de Weibull, en orde—
radas probabilidad de supervivencia durante 8l eumsayo de porf
1acitn y en abcisas tensifn media de perforacibn en voltiou/m,; ;
limetros, donde _la curva A ilustra 10s resultados obtenidos a
¢0n una muestra de produccilm elﬁsi@:a de wn cable de fuerza

IU
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que tiene'el aislamiento de polietileno péro gin ningfn trata-
miento especial para reducir el diémetro de las interseccioneJ
81 el polietileno.

Lg figura 3 ilustra una curva B que represents los tg

sultgdos obtenidos con un cable comparable al de la cuxva A,
Pero con el aislgmiento tratado de forma que no contengs 1mpq§
faceciomes de un tamaefio mayor de aproximadgmente 76 micras de E
didmetro, Esta es la mejora que se Obtiene con la solicitud d
Patente de Eager, Riley y Destito mencionada anteriomente.

' Is figura 4 ilustra otro diagrama de Weibull donde 14
curva C representa una muestra de cable de fuerza que tiene
las imperfecciones de peguefio tamafio de acuerdo con la aolidi-
tad de patente de Eager, Riley y Dastito. Esta curva C de la

figura 4 difiere de la curva B de la figura 2 porgue se ha em~

pleado una muestra diferente para ¢l diaggrams de Weibull de
figura 4. La técnica empleada para reducir el tamafio de¢ las i
rerfecciones ha sido diferente pary el aislamiento de la curv
C que para lg curva B y las caracteftisticas aon algo diferensw
tes, atin cuando los valores reales no se apartan demasiado de
la mayorla de la gamz de las curvaa, ‘
Ia curva D de la figura 4 ilustra los resultados obt
nidos al efiadir los blindgjes contra emisiones de este invent
& un cable como el representado por la curva C, Aunque la di-
ferencias entre las curvas A y B ds la figura 3 y las ourvas
C ¥ D de la figura 4 pueden parecer muy pronuncisdas al Obser+

var los diagramms= de las figuras 3 y 4, se comprenderd que la$
escalas a 1o lango de la abeisa en gmbos dimgramas som escala
logaritmicas y que las divisiones de las escalas hacig la dere
c¢ha representan valores progresivaunente mayores de tensifm de

_rerforacitn en voltios por milimetro.
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La figura 5 es una repranontnci(m eaquomitica del. apa e
reto para la fabricacién del catle de lak figuras 1 y 2. 1) o#
ductor 12 se abaatece desde un extractor de hilo 32, El con&uo

tor 12 pasa a travéa de una extruidora 34 que se extruye ol
biindaje semiconduotor de los oonduotorea 14 sobre el ocna.uoto

1o conduotores 12. E) conductor con el blindaje sem:lconduptqr Pa
g & través de w primer apliomlor de blindnje contra emied.o-'
nes 36 que aplica el blindaje contra emisiones 18, El aislami
to 16 =me aplioca entonces mediantie una extmidora de aislania.- g

‘o 38.

El aislamiento para la extruidora se abastece de_sdo

i alimentador de nédulos 40 a un kusillo mesclador 42. Si el |
|adslamiento se ha de reticular quimicamente, emtonces s5 abmax| - .

tuce un agente de reticulacién, por ejemplo, perbxido, desde
un depbsito de peroxido 44 a través de una bomba dosificadora
45 hasta el material aislante que gvanza por 'ao_oiéu‘da:,l; husie
lio mezolador 42, El aislamiento y el perdéxido se mezolan-oome
pietamente en wna mezoladora 48 desde la cual avanza el ainla-
miento a través de wma odmera 50 hesta 1a extruidora 38,

. Més alld de la extruidora 38, el oonductor com el ai
lamiento aplicado avanga ha través de un aplicador de blindaj
omira emisiones 52 donde se aplice el segundo blindaje oomt
suisiones 20 sobre el aislamiento 16« El blindaje de aialami

tu 22 se extruye entonces mediante una extruidora 54 sobre el |-

‘p:;indnde exterior contra emisiones 20 y 6l cable continda su
avance a través de un eparato vulecsmizador y de ouraciin comnti

d: vuloanizar el neoprenc e hypalon u otros materiales enplea-
dos para los blindajes contra emisiones, y que exigen vulcaniw

740 56. En el apargto 56 se induce calor en el cable con eI £ip

zacltn o ocuracitm. El aparato 56 activa también el perbxido u’

I“,'
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otros ingredientes de reticulacidn quimica del aislamiento,
si el aislamiento se tiene que reticuler. ‘

Las ssccionaes para aplicar el blindaje metdlicc 24
y la camisa do pldstico exterior 26 pucden situarse mfs allf
del aparato 56 pero en la ilustracién de le figura § &1 cable
gse representa devanédndose spb:a un carrete de earollamiento
58, movido por un dispositivo motor aporpiasdo (no ilustrado)
y 8i se ha de aplicar un blindaje metdlico y una camisa extg
rior, sl snrollamiento se a}actéa en una opsracién ulterior.

Se han {lustrado y descrito la modalidad de praefe-
rencia y algunas modificacionss, pero pueden efectuarse otrag
modificaciones y puedsn empléarse caracter{sticas diferentes
en otras combinaciones sin desviarse del invento segin se de-
fine en las reivindicaciones.

Descrita suficientemente la naturaleza del inven=-
to, as{ como la mansra de realizarse en la préctica, debe ha-
cerse constar que las disposiciones antariormente indicadas
son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no
alteren su principio fundamental.

REIVINDICACIONES

1.~ Procedimiento para la fabricacién de cables
para energfa sléctrica, del tipo que tienen capss de blinda-
je samiconductoras por debajo y por encima del aislamiento
de dicho cable, caracterizado porque comprende aplicar uns
capa de blindajs contra emisiones alrededor de una capa samj
conductora que se encusntra sobre un conductor, y daspués
aplicar el aislamiento sobre la capa de blindaje contra emi-
signes.

2.~ Procedimiento segdin la reivindicacién 9, carac-

terizado porque se aplica una segqunde capa de blindaje contrJ
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emisiones al cable; se aplica lm segunda capa de blindaje con
tra emisiones 21 exterior del eislamiento antes ds aplicar la:
cape semiconductora dsl blindaje desl ,aislamiento, por lo !
que el sislamiento tiene capas dea bllnaaja contra emisionea ;
que separa de las cmpas da blindeje semiconductoras el inte-[
rior y el exterior del aislamiento. :

3.- Procedimionto segln la reivindicacién:y, carac-
terizado porque se splica la capa de blindaje contra emisio-
nes sobre la capa semiconductora del blindeje del coenductor
como un revestimiento, y se extruye ol aislamisnto sobre la
cepa de blindaje contra emisiones.

4.« Procadimiento segin la resivindicacién 9,cerac-
terizado porque se aplica como aislamiento de materisl del
grupo consistente en polistileno y polietileno raticulado, yl
se aplica una capa de blindaje contra emisionss que tiens unag
constante dieléctrica superior a‘tpga vecas la del aislamien
to.

' 5.« Procedimiento segdn la reivindicacién 1, éarac-
terizedo porque se aplica la capa de blindaje contra emisio-
nes & un espesor radial de aproximadamente 127 a 635 micras.

6.- Procedimiento segin la reivindicacién 2, caracs
terizado porque se aplica la capa de blindaje contra emisio-
nes del blindaje conductor con un espesor comprendido entre
127 y 635 micres, y la capa de blindaje contra smisionass del
bliﬁdaje del aislamiento con un espesor comprendido antre
127 y 1270 micras.

7.~ Procedimiento segin la reivindicacién 4, caracs

terizado porqua se aplica el aislamiento extruyéndolo sobre

la‘capa de blindeje contrs emisiones del blindaje del condug!

|
tor y se limitan las imperfecciones del sislamiento a 0,76 mm
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de diémetro.

7.- Procedimiento para la fabricacién de cables pg
ra energfa eléctrica, todo ello tal y como queda sustancial=-
mente descrito on la presente Memoria e ilustrado en los di-
bujos adjuntos.

Esta Memoria consta de 15 hojas escritas a miqui-

na por una sole cara.

fladrid, P OS0 ws

GENERAL CABLE CORPORATION




GENERAL CABLE CORPORATION. HOJA UNICA.

20 \ B
0 } '
l5 ; \ \
|

AL

aoop 12000 (6000 20000 32000 Y0000 60000

FIG. 4.
80 ‘ AN
% : N
20 | \L L FIG.5.
TR "

1200 /6000 20000 24000 32000 40000 GDOOO 80000 10000

FIG. 2.
13
B
20 40
% \ 0 4288 54

16
22

4 24

4
: M;/x,*‘_ ALY N
ESCALA VARIABLE, ’ /4"‘ & - e




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



